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Motivation
Die Wechselwirkungsenergien zwischen Atomen auf einen Substrat spielen für das 
epitaktische Wachstum und die heterogene Katalyse eine entscheidende Rolle. 
Messungen der Inseldichte während der Submonolagenkeimbildung (Nukleation) und 
des Submonolagenwachstums können genutzt werden, um die Diffusionsbarriere für 
einzelne Atome auf der Oberfläche (Adatome) sowie die effektiven Bindungsenergien 
experimentell zu bestimmen. Während dieser Zugang für Einkomponentensysteme 
wohlbekannt ist, wurde eine Methode zur Bestimmung der effektiven Bindungsener
gien für binäre Legierungen erst kürzlich theoretisch vorgeschlagen [1, 2]. In diesem 
Projekt wollen wir diese Theorie experimentell verifizieren.

Projektbeschreibung
• Die Abscheidung ultradünner Metallfilme (Fe, Pt und FePtLegierungen) auf 

einkristallinen NaCl(100) Substratoberflächen wird in einer Ultrahochvakuum
kammer mittels Molekularstrahlepitaxie (MBE) durchgeführt.

• Das epitaktische Wachstum wird mit Hilfe der Beugung hochenergetischer 
Elektronen (RHEED) während des Aufwachsprozesses sowie nachträglich 
mittels Röntgenbeugung untersucht.

• Zur Bestimmung der Morphologie der erzeugten Nanostrukturen wird die 
Transmissionselektronenmikroskopie (TEM) eingesetzt. 
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Abbildung 1: a) Anordnung einer Nanostruktur (Inseln) auf einer Oberfläche mit geringer Ober
flächenenergie. b) Hochaufgelöste TEM Aufnahme einer Nanostruktur. [3]
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